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【はじめに】通常、GaInN/GaN ベースの発光ダイオード(LED)の外部量子効率は、発光波長が長く

なるにつれて低下する。これは主に、大きな格子不整合によるピエゾ電界の発生、および窒化物

エピ層とサファイア基板間の熱膨張不整合によるものである。最近 ScAlMgO4（SAM）基板が In

組成 17%の GaInN と格子整合するという利点を持つ有望な基板として提案された。しかし SAM

基板上に成膜した LT-GaInN(550℃)/HT-GaInN(760℃)は均一な量子井戸を成長できるほどの平坦性

ではないという課題がある。そこで表面平坦性を改善するために AlInN(685℃)/HT-GaInN(760℃)

を用いた。 

【実験】MOVPE 装置を用いて、SAM 基板上に Ga0.83In0.17N を Figure1(a)に示す構造で成膜した。

また、この時の原子間力顕微鏡(AFM)の結果を Figure2(a)に示す。この時の RMS 値は 6.17 nm と

なった。さらに比較として同じく MOVPE装置を用いて SAM 基板上に Figure1(b)の構造で成膜し

た Ga0.83In0.17N の AFM の結果を Figure2(b)に示す。RMS 値は 7.75 nm となった。これらの結果よ

りAl0.74In0.26Nバッファー層を入れた場合においてAl0.74In0.26Nバッファー層のない場合と RMS値

においては同程度となったが、ステップと見られるモフォロジーが得られた。しかし、さらなる

表面平坦性の向上が課題といえる。今後さらに表面平坦性の向上にむけた検討を行う。 
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Figure 1 Structure of the two samples. Figure 2 AFM images of (a) GaInN/AlInN on SAM and 

(b) GaInN/LT-GaInN on SAM. 
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